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WIRE3# BRIESBEME, Tamb=25C
Z B 4 WK vias) % 1 WioE BAAT
FEL YR H Vb -0.5~18 V
N R \ -0.5~Vpp+0.5 vV
fan N HLR | +10 mA
DIP, Tamb =-40to +70°C 1, 750
I Ptot W
i © SOP, Tamb = -40 to +70°C ) 500 m
L ThEE P 100 mW
I1’E%fﬁ/§1fﬁ Tamb -40~+85 C
W AE IR Tstg -65~+150 C
DIP # %k 245
PR T 10 1 ¢
e : - SOP 2 i i 250
T

1.DIP % &4 Tamb XF 70CHY, ‘BESFHS 1C, ZEIFERLD 12mW,
2.80P % & Tamb XF 70CHS, \BEBFHS 1C, ZEIFEHLD 8mW,
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BRAEBEME, VSS=0V, Tamb=25C,

SRR 1= ok & H s (BB BX | B
Vpp=5V 75
FRISHIMR IDD | Vi=Vss B(Vop; lo=0 Vop=10V 15.0 | pA
Vpp=15V 30.0
Vop=5V 0.05
WHKEFEEE | VOL | Vi=Vss BVop, |10 | <1pA Vpp=10V 0.05 \Y
Vpp=15V 0.05
Vpp=5V | 4.95
MEHSHEFEEE | VOH Vi=Vss 8 Vop, |10 [ <1pA Vpp=10V | 9.95 V
Vpp=15V | 14.95
Vo=0.5V 54.5V, |lo| <1uA | Vpp=5V 15
HINREE VIL | Vo=1.0V 9.0V, |lo| <1pA | Vop=10V 3.0 \Y;
Vo=1.5V 513.5V, [lo | <1pA | Vpp=15V 4.0
Vo=0.5V #4.5V, |lo| <1uA | Vop=5V | 3.5
MANSBE VIH | Vo=1.0V 9.0V, [lo| <1pA | Vpp=10V | 7.0 \Y;
Vo=1.5V 513.5V, [lo | <1uA | Vpp=15V | 11.0
Vo=0.4V, V=0 E5V Vpop=5V | 0.44
MR FEE | oL | Vo=0.5V, V=0 510V Vop=10V | 1.1 mA
Vo=1.5V, Vi=0 E{15V Vpp=15V | 3.0
Vo=4.6V, V=0 E5V Vpp=5V | 0.44
WESEFEFR | -lon | Vo=9.5V, Vi=0 10V Vop=10V | 1.1 mA
Vo=13.5V, Vi=0 =15V Vppo=15V | 3.0
MHSEFEER | -lon | Vo=2.5V, V=0 55V Voo=5V | 1.4 mA
HNIRRIR tln | Vin=0 Ei15V Vop=15V 0.3 A
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BRIEBHME, vss=0v, Tamb=40C.
SHEM (o) o & B/ | BB RX | B
Vpp=5V 1.0
BSHER IDD | Vi=Vss Vop; lo=0 Vop=10V 2.0 pA
Vpp=15V 4.0
Vpp=5V 0.05
HH{REFHEE | VOL | Vi=Vss Voo, |10 | <1pA Vpp=10V 0.05 V
Vpp=15V 0.05
Vpp=5V 4.95
MESEBEFEE | VOH | VEVss Voo, |10 | <1pA Vop=10V| 9.95 V
Vop=15V | 14.95
Vo=0.5V 4.5V, |10 |<1pA | Vpp=5V 1.5
HIN{KE VIL | Vo=1.0V 9.0V, |10 | <1yA | Vpp=10V 3.0 V
Vo=1.5V 513.5V, |10 | <1uA | Vop=15V 4.0
Vo=0.5V 4.5V, |10 | <1uyA | Vpp=5V 3.5
PN VIH | Vo=1.0V 9.0V, |10 | <1pA | Vop=10V| 7.0 V
Vo=1.5V 13.5V, |10 | <1pA | Vpp=15V| 11.0
Vo=0.4V, V=0 Z(5V Vpp=5V 0.52
MEEKEBEFEREA | IOL | Vo=0.5V, V=0 310V Vopo=10V| 1.3 mA
Vo=1.5V, V=0 15V Vpp=15V| 3.6
Vo=4.6V, Vi=0 5V Vpp=5V 0.52
WS8R TER -lon | Vo=9.5V, V=0 10V Vpop=10V| 1.3 mA
Vo=13.5V, V=0 15V Vop=15V| 3.6
ML S ER -lon | Vo=2.5V, Vi=0 5V Vpp=5V 1.7 mA
MNIRER N | Vin=0 Z(15V Vpp=15V 0.3 | pA
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BrIEBBHME, vss=0v, Tamb=85C.
SHAMR 15 o & & | BB ;K| B
Vpp=5V 7.5
BSHER loo | Vi=Vss 3 Vop; lo=0 Vop=10V 15.0| pA
Vpp=15V 30.0
Vbp=5V 0.05
M REFEE VoL | Vi=Vss BVop, |lo| <1pA Vop=10V 0.05| V
Vbp=15V 0.05
Voo=5V  |4.95
MY SBEFHEE Vou | Vi=Vss BVop, | lo| <1pA Vop=10V |9.95 V
Vop=15V [14.95
Vo=0.5V 3 4.5V,| lo | <1pA Vop=5V 1.5
N A Vo=1.0V 8 9.0V,| lo | <1pA Vop=10V 3.0 vy
Vo=1.5V 3 13.5V, |lo| <1pA| Vop=15V 4.0
Vo=0.5V 8 4.5V,| lo | <1pA Vpp=5V 3.5
N Vi Vo=1.0V 8¢ 9.0V,| lo | <1pA Vop=10V 7.0 Vv
Vo=1.5V 3 13.5V, |lo| <1pA| Vop=15V 11.0
Vo=0.4V, V=0 5V Voo=5V |0.36
Lk == A== loL Vo=0.5V, V=0 10V Vop=10V 0.9 mA
Vo=1.5V, V=0 515V Vpp=15V 24
Vo=4.6V, V=0 =5V Vop=5V |0.36
WS8R TER Vo=9.5V, V=0 310V Vop=10V | 0.9 mA
-lon | Vo=13.5V, V=0 515V Vop=15V 2.4
ML S ER -lon | Vo=2.5V, V=0 5V Vpp=5V 1.1 mA
MNIRER v | Vin=0 15V Vop=15V 1.0| pA
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AEREBSIFMY 2B ME, VSS=0V, Tamb =25°C, CL=50pF, Inputtr = tf<20ns; )
¥ 5 £ R/ME | BBE | HXE | 821 HBETHEAK
Vpp=5V 55 110 ns 28 ns + (0.55 ns/pF) CL
tPHL | Voo=10V 25 45 ns 14 ns + (0.23 ns/pF) CL
Vpp=15V 20 35 ns 12 ns + (0.16 ns/pF) CL
AR AT
Vpp=5V 55 110 ns 28 ns + (0.55 ns/pF) CL
tPLH | Voo=10V 25 45 ns 14 ns + (0.23 ns/pF) CL
Vpp=15V 20 35 ns 12 ns + (0.16 ns/pF) CL
Vpp=5V 60 120 ns 10 ns + (1.0 ns/pF) CL
tTHL | Voo=10V 30 60 ns 9 ns + (0.2 ns/pF) CL
Vpp=15V 20 40 ns 6 ns + (0.28 ns/pF) CL
ifssye35:403:0)
Vpp=5V 60 120 ns 10 ns + (1.0 ns/pF) CL
tTLH | Vopo=10V 30 60 ns 9 ns + (0.42 ns/pF) CL
Vpp=15V 20 40 ns 6 ns + (0.28 ns/pF) CL
Vop=5V 1300 fi (foCL)  Vpp? fi: MININE, fo: HIHINE,
BB E S Vop=10V 6000 fi (foCL)  Vpp? W CL: #hHER,
Th & = P ] (fOCL): 5@&:%\%”, VDD:
hE GE) Vop=15V 20100 fi (foCL)  Voo? i B
B Fr
VI
90%
Input VM
oy _10%
<« tPHL —|  |«tPHL
VO
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Output VM
v 10%
ot —| [« tTLH —> |« tTLH
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R
1.VM=1/2vDD
2.VOL #1 VOH EH it avisin H (KB FFISHEF
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Dimensions In Millimeters(SOP14)
Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 1.35 0.05 8.55 5.80 3.80 0.40 0 0.35
1.27 BSC
Max: 1.55 0.20 8.75 6.20 4.00 0.80 8 0.45
DIP14
I s A Y A
O
N O A A
Lo
Dimensions In Millimeters(DIP14)
Symbol: A B D D1 E L L1 a (o} d
Min: 6.10 9.00 18.94 7.42 3.10 0.50 3.00 1.50 0.40
2.54 BSC
Max: 6.68 9.50 19.56 7.82 3.55 0.70 3.60 1.55 0.50
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Dimensions In Millimeters(TSSOP14)

Symbol: A A1 B C C1 D Q a b
Min: 0.85 0.05 4.90 6.20 4.30 0.40 0° 0.20

0.65BSC
Max: 0.95 0.20 5.10 6.60 4.50 0.80 8° 0.25
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	重要声明：
	华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息，并核实这些信息是否最
	客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全
	华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可，华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造
	华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或
	华冠半导体的文档资料，授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导



